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【年通号数】公開・登録公報2007-027
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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/76     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/318    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/76    　　　Ｌ
   Ｈ０１Ｌ  21/318   　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成21年11月30日(2009.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャロー・トレンチ分離構造を形成する方法であって、
　半導体層内に開口部を形成する工程と、
　前記開口部に誘電体材料を堆積させる工程と、
　前記誘電体材料の上にコンフォーマルな材料を堆積させる工程と、
　前記コンフォーマルな材料を除去する工程とを含み、
　前記誘電体材料中に位置するボイドが、前記除去工程の後に、前記コンフォーマルな材
料によって少なくとも部分的に充填される、方法。
【請求項２】
　前記開口部内に前記誘電体材料を堆積させる前記工程が、前記開口部の側壁に隣接して
低密度誘電体材料を堆積させる工程と、続いて前記開口部の残りの領域に高密度誘電体材
料を堆積させる工程とを含み、前記高密度および低密度誘電体材料の界面に隣接して前記
ボイドが形成されることがある、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記開口部内に前記誘電体材料を堆積させる前記工程が、
　前記開口部の側壁に隣接して二酸化ケイ素ライナを堆積させる工程と、
　前記ライナに隣接して低密度ＵＳＧ材料を堆積させる工程と、
　前記開口部の残りの領域に高密度ＵＳＧ材料を堆積させる工程とを含み、
　前記低密度および高密度ＵＳＧ材料の界面に隣接して前記ボイドが形成され得る、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記コンフォーマルな材料を堆積させる前記工程が、前記半導体層の上面よりも上方に
延びる前記誘電体材料の側壁に前記コンフォーマルな材料を堆積させる工程をさらに含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記コンフォーマルな材料を堆積させる前記工程が、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素または
炭化ケイ素を堆積させる工程を含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項６】
　集積回路内にシャロー・トレンチ分離構造を形成する方法であって、
　半導体層を設ける工程と、
　前記半導体層の上にパッド酸化物層を形成する工程と、
　前記パッド酸化物層の上に窒化ケイ素層または酸窒化ケイ素層を含む第１材料層を形成
する工程と、
　前記パッド酸化物層および前記第１材料層内に第１の開口部を形成する工程と、
　前記第１の開口部を通して前記半導体層をエッチングして前記半導体層内にトレンチを
形成する工程と、
　前記トレンチ内に誘電体第２材料層を形成する工程とを含み、前記第２材料層の形成中
に、トレンチの側壁に隣接して低密度誘電体材料層を形成し、前記トレンチの残りの領域
に高密度誘電体材料層を形成し、さらに、
　前記第１材料層を除去する工程と、
　前記パッド酸化物層の上にコンフォーマルな第３材料層を形成する工程とを含み、前記
低密度および高密度誘電体材料の界面に隣接して形成されていることがあるボイドが、前
記第３材料層を除去する工程の後に、前記第３材料層によって少なくとも部分的に充てん
される、含む方法。
【請求項７】
　前記第３材料層を除去する前記工程が、
　酸素とフッ素含有ガスの混合物を用いたプラズマ・エッチング工程と、
　重合ガス、不活性ガスおよびフッ素含有ガスの混合物を用いたプラズマ・エッチング工
程とをさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記コンフォーマルな第３材料層を形成する前記工程が、窒化ケイ素層、酸窒化ケイ素
層または炭化ケイ素層を形成する工程を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　半導体層と、
　前記半導体層内に形成されたデバイス分離構造とを含み、前記デバイス分離構造は、前
記半導体層内のトレンチに配設された第１の誘電体材料を含み、前記トレンチの側壁に隣
接する前記第１の誘電体材料中にボイドが存在し得るものであり、さらに、
　前記ボイド内の第２の誘電体材料を含む集積回路構造。
【請求項１０】
　前記半導体層の上面よりも上方に延びる前記第１の誘電体材料の上部領域が側壁を含み
、前記第２の誘電体材料が前記上部領域の前記側壁上に堆積される、請求項９に記載の集
積回路構造。
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